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AlGaN/GaN 高 電子移動度トランジス タ

(HEMT)は，低オン抵抗と高耐圧を示し，電力制

御への利用が期待される．我々は，p型GaNゲー

ト形成時の選択ドライエッチングがHEMTの電

気特性へ与える影響，特にエッチング時間の増加

に伴う移動度の低下などを前回報告した[1]．今

回我々は，エッチング時間を大きく変えることで，

異なるp型GaNゲート構造のHEMTを作製し， 

ゲート構造と電気特性の関係，そしてエッチング

によるGaN結晶への影響を調べた． 

使用したウエハは， p-GaN/Al0.25GaN/GaN構造

をSi基板上に形成したもので，p型GaN層の厚さ

は140nm，正孔濃度は5×1017cm-3，その下のAlGaN

層の厚さは16nmである．このウエハのゲート以

外の領域に対し，Cl2 / O2混合ガス(20sccm/1sccm)

を用いた誘導結合型プラズマドライエッチング

を施した．p型GaNとAlGaNのエッチングレート

は，それぞれ16nm/分間，0.3nm/分間であった．こ

の条件を用いて，8分45秒間のエッチングを施し

た素子A(p型GaN層だけをエッチング)と，18分

45秒間のエッチングを施した素子B(AlGaN層を

10分間エッチング)，6分45秒間のエッチングを施

した(p型GaN層が残る)素子Cを作製した．  

Fig.1に，作製したHEMTの構造と素子Bゲート

端のTEM像を示す．エッチング領域のAlGaN層は

12nmであり，4nmエッチングされた． 

Fig.2に，素子Aの静特性と，素子B，Cについて

はゲート-ソース間電圧(Vgs)：5.0Vのときの特性

を併せて示す．しきい値電圧は，すべての素子で

1.2Vであった．素子A，Bのドレイン電流( Id )は，

380 mA /mmであった．一方素子Cは，220 mA /mm

と低いIdを示した．これは，p型GaN層がAlGaNの

表面ポテンシャルを増加させ，チャネルの電子濃

度が減少したためと推察される．オン抵抗 (R on) 

は，素子A，B，Cでそれぞれ7.3 ，8.6，12.6 Ω･mm

であった．一方，ホール効果測定から，エッチン

グ領域での電子移動度は，素子A，Bでそれぞれ

1600，1100 cm2/V･sであった．オーバーエッチン

グにより，電子移動度に低下が見られ，オン抵抗

の増大と符合する． 

エッチング領域でのフォトルミネッセンス

(PL)評価結果をFig.3に示す．素子Aと素子Bで，

発光の違いは見られなかった． 

様々なp型GaNゲート構造HEMTを評価した．

その結果，ドライエッチング時間の増加に伴い移

動度が低下したものの，PL評価で差異は認めら

れなかった． 

 
 

Fig.1. Structures of the fabricated p-GaN gate HEMTs. 

 
Fig.2. Id –Vds characteristics of the fabricated HEMTs. 

 

Fig.3. Photoluminescence spectra for sample A and B. 
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